[86.03/66.25] Dispositivos Semiconductores

Diodo de Juntura PN

Cuando el modelo de orden O falla



. V., es muy baja?

SUP
Datos: |, = 10 fA;
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¢, Como resuelvo cuando...

V., =0.5V|R=1kQ; T = 300K
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El diodo estd en directa débil I1p,~0>0

La tension en R es casi nula | V, ~0
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¢, Como resuelvo cuando...

.. R es muy alta?
Datos: |, = 10 fA; V_, = 5 V;]JR = 50 MQJ T = 300K

* T Ssup

R . . . De nuevo
R limita la corriente: 1,~0>0=>V  ~0[ . . ..
+
Vsup _
Vs Y Vo IDNR =0.1 uA
g I,

Calculo VD con la expresion: '/ b=V, In I_+1 =417 mV < VD(ON)
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¢, Como resuelvo cuando...

... tengo dos diodos distintos?
Datos: |, = 10 fA; I, = 20 fA; V,, = 5 V; R = 1 kQ: T = 300K
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¢, Como resuelvo cuando...

... tengo dos diodos iquales “enfrentados”?
Datos: |, = 10 fA; V., =5V;R=1kQ; T = 300K
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Otros ejemplos...
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